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‘T’L X REiEIE P "fqyﬁ,\i%.ﬂz; ko LA FHE A 'Tﬁt»/v\ﬁ;: SpA gt 1B
3:515'—?12 RE ey %\Lrﬁ%\$:3 A 1o el AL EAREE AL AEEE 7
B TR Jok o
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& ri(t) = [5cos(wt + 36.87°) + 10 cos(wt — 53.13°)] A > dree* fp & &7 5 @ ?
(A) 1122 —26.6°A (B)11.22—53.2°A (C)22.42 —26.6°A (D)22.42 —53.2°A

2. - 3 T RV(D) = 300 cos(120mt +30°) V> £t =2.778 msp¥ » TR & 5 fn ?
(A) OV (B) 150 V (C)212V (D) 260 V

3.7 - R BARV(t) = 100 + 20 cos(3t — 20°) + 10 cos(5t+ 10°) + 10 cos(7t —30°) V ¢ #1 Q=
Fe s BI1 QF FEsrsj 2. T EaE K L e ?
(A) 5300 W (B) 8050 W (C) 10300 W (D) 10525 W

4.5 - RLC BT R » H A RERVE) =Ae “sinwt AL ¥ a>0> w#0-F HV(t)i
@ TP G Y
A)TBE b E~ f EFHF (B) T BT chig B & dp ik
(C) it § B 57 EF R it D) & foh L

50 - AR RARERLCEIHTE R=50Q0"L=50mH’ > C=80yF- it & kI Re =
TR RMTREBEF 0ES P ?
(A) 200 rad/s (B) 300 rad/s (C) 400 rad/s (D) 500 rad/s

6.7 - EEC=05F > 2Z i) =6tA- ¢ ct=0sFF > T2 B2 T RE 2V ft=1s

N “om v
2 NES AR - S

(A)81J (B)161] (C)24] (D)32]
7.4 - 2 RV() = 20V2 cos(wt — 10°) V » st e aZ = 100 Q> Bl HAFdes F %] 4@ ?
(A) 10e® VA (B) 206/® VA (C) 406/® VA (D) 80e® VA
8. B >t RLC # Fighir2 fcit » T 7| & § 387
(A) T B 24| (BYHF 82 & FF Fl Q & & vt
C)# F Flic s 1 (D) AR S A RSP TRETF L

9.4 - 2 TRE T AW L V() =3cos(3t+20°) Vi(t) = —2sin(3t+30°) A Bl T B4
TN M BRLIR?
(A)ZBAEAL T R10° (B)T AR £ 2 /BR10° (CO)T BAEA T 5100°(D) R n4f £ T /& 100°

10. - ®25 uF2 § % B 84} TR&RV() = 10sin200tV > BT Frfad i e ?
(A) -j100 Q (B) -j200 Q (C) -j400 Q (D) -j600 0
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11.% - RFER=20Q #3817 &Hi(t) = 4sin(wt +30°) Az T inpr» Rz #F 2 wm?
(A) 8 W (B) 16 W (C)24 W (D)32 W

12.4- RLC ¥ B3 B » @3- B 60 Hz> 100 VZ 3k - 28 2R=10Q" X, = 500"
Xe=—=05Q Pl RELZFFHRMF 5 W 7
(A) 6 Hz (B) 12 Hz (C) 18 Hz (D) 24 Hz

13.7 3 4R > FRNATNDE L2 ERFPLHFERABAN2E o FAd EHFRNSHIRFTR IHFR
AT s F AR BB EQ
(A) 1/4 (B) 1/2 (C)2 (D) 4

4. % - TR HE2Z T RE Tns 8 2 V() = 20sin(wt) V0 i(t) = 40sin(wt — 30°) A > P 7 &
SrdE o T iap k% fp 9
(A) 200 W (B) 400 W (C) 200V3 W (D) 4003 W

15,4 - TRL=100mH > $t< 0> HA3HTRL OV $t>0 25 HTRV(D) = 20te™ 10V - &
Kt<O0F o ip=0A- £t=02spF i E=7

(A) 1.05A (B) 1.19 A (C)2.11 A (D)237A
16.% - RLC # B§ 8 > R=5600>L=100mH>C=01uF> Tz p APREFWELL P ?
(A)iBre L (B) % e (O)F 1=V L (D)& re i
17. e+ B2 § 8 t=0spF > SIF & »t=5sf » S 49 S, 60 i
Fé& od50<t<5pF > RTR2i()=7 Q,
(A)4(1—eHA  B)6(1—eHA S t=3s :
O4(1—e2)A  (D)6(1—e2HA 40V 20) >
—( 10V T
18. 4r+ B2 Th. » t<OpFe E4EM » $t=0sp > 40 80 80 t=0
B P -8 B ETEL > Bt =48spF o RV, =9
(A)10e72V (B) 2072V + +
(C)10e~tV (D)20e" 1V 4Q 8Q=Vi 2F — Vc 100V
194+ B2 T8> t<OpFe T o §t=0sp > 40
B 4R BE ETES > BIE> 0P > V() =2
(A)10 — 5e~tV (B)15 — 10e™t V + 10
_ -t — —t 25V —— Ve
(C)25—15¢tV ~ (D)25—20e tV 0o T Y
7t=0
20. 4+ Bl B R t=0spF > i (0)=2A- 20 i
—4t —8t
RERE N e pows e
(C) 4-2e (D) 4-2¢ NG, 0.5HS Vi
21, dr+ BlZ 2R »t=0spF > BMBRFRF L o 200 %tzo
Plt=1mspF > TRV, =72 o
_ _ +
(A)2e2V (B) 62V
(C) 124V (D) 16¢~*V 60V = HE W

lLigg 22838 % 27 %6 F



22 4r+ B2 TR
Ft > 08F 5 Ve ()
(A) 6e 2tV
(C)16te 2tV

23. 4% Bl 2 7B

' t=0sPF > BAMBREREL -

=9

(B) 12¢™2tV
(D) 32te™2t vV

Vo B » 2

flag i w?

(A) 40 +j10 Q
(C)30 +j20 Q

24, F+ Bl R B2
(A) SA
() =A

25. + B ¥ 2. Vg=aVitbiztcV3 » f atbte=?

(A)1
(B)2
©) 4
(D)8

26. v+ Bl TR
B ()
(A) RiC2=R2Cy
(B) RiR2=CiC2
(C)Ci=C2
(D) RiCi=R2C2

27. 4ot Bl 2. 7B

(A) 0.14 mA
(B) 0.28 mA
(C) 0.42 mA
(D) 0.56 mA

284t Bl 2. TR &

%@ ?(OP: 3;
(A) (R2/R) > 2
(B) (R1/R) > 2
(€©) (R1/Ry) > 2
(D) R2/Ry) > 2

(B)50 +j10 Q
(D) 60 +j20 O

12V

=9
1
(B) ;A
1
D) ;A
40Q0) Vs
. A *
Vi (%) 100 Vo
BT \?J’K%élu. @ET , d %Fii‘g_‘,_ IEVO/VI"t’ Ci C2
DI IE 24 B Vi | |
Ri R2
———\\\——o
7OP ——0 Vo
+
R R R E TS 50 Ri=100kQ  R2=50kQ
(OP: M EFH 2+ B ;D 4= &t HEQF B
B=07V; Vz: 5= et ig+ #F 7T R) - -
Ve= 10V, 1KE2 OB e Ve
D1
252k Q) ‘ Re=10k()
—Ir
= +
X vi=sev
FEFL TR MR AR T i R2
818 5 2+ B) Ri
Jf; OP >0V,
= +
Vi |
R= C R
C
ﬁ AU pE )

29. ##% %2+ ¥ (Transconductance Amplifier) 2 34 5 @ 2 (Ri ¢ @?] *FEFL; Ro:
(A)R; = 00 » Ry = 0 (B)R =0 Ry = (OR=c0-

R,=o (D)R;=0"R, _0
6 7 (Ex i Sy

22
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30.- EFF PN 46 h- 8 > 2T=300KE(Vy =26mV) » H i i Rheefod n 4
[s=2%X107"An=1> 3~ 28w HB+0.65VFEHTREL 5> 7

(A) 1.44 mA (B) 2.88 mA (C) 3.44 mA (D) 4.05 mA
3. 4o+ B2 % B > ik Ipgr = lo = 100 g A > #F % 7 MOSFET vt Re
(Qi~Q4)ehf 41 % /& (Early Voltage)|Va| = 50 V > ¥ g = 0.5mA/V | v
> &% Fh 2o fis(Body Effect) o 3R i N IL Roshig 5 5 4 2 RE

(A) 116 MQ
(B) 126 MQ @l
(C) 256 MQ
(D) 502 MQ Qi Q2
V,
3240+ Bl 2. ® B 0 BE® MOSFET Q1 ~Q2~Q32 1 VDD
iTEE A o ® ® L2 B 2 K (Early Effect) »
gmi = 0.5mA/V > Qs #2 Q ehil if & A+ Wy /W, = (\%)Qz . Q3(\%3)
12 @Rp TR ] RELT RS Bk volv B0 5 v
L9 Vi=Vastvi ?
b Qi
(A) 70 RL=150kQ)
(B) 80 - L
(C) 90 -
(D) 100
33.hot B2 B R 0 Bk Ip = 10 £ A > BITQi ~ Q2 ~ Q3 i 8 £ B R
2% 800 Vp=25mV > ¥ 1% /& (Early Voltage)|V,| = 100V 10A |
R RoITILES 55 2 r
(A) 191 MQ o %
(B) 291 MQ
(C) 391 MQ )
(D) 491 MQ 0 R=58.5kQ)

34. ##—- MOSFET M- B Z i ves & BIF T fr®w > L vps=4VEF > ip=2mA> ¥ vps=8V
P ip =21mA > 3 2§ ] % B (Early Voltage)|V,| & % > ?
(A) 70 V (B) 76 V (C)80V (D) 86 V

35. % - # % 3 0 PMOS 7% & # - # k,(W/L) =90 pA/V? > Vo =—-15V - f {]| £ & (Early
Voltage) |[Vo| = 50V » ¥R/ #&(G):4 ¥ > BI&(S)# 445V § A &(D)3 7 B vp= +4 VPF >
FHEBETIE DS F 07

(A) 0.14 mA (B) 0.27 mA (C) 0.40 mA (D) 0.59 mA
36. AT EL Y > NMOS 7488 (B):3 s doiv 4% ?
(A2 Rk (B)# X & 1&(Drain) (C)# X /ai&(Source) (D)# I S 7 R

37. % - i npn 4] T o 48F (T vee= 670mV > [ =2mA > H ¥ v ff’J}{'éL‘fi”ﬁ - HEL2%x107°0
1 ?Jaﬂs'ggi%i%ttlc = 10 mAFF > ﬂﬁ;ﬁﬂ',fiiﬁ@ié 559
(A) 40 kQ (B) 30 kQ (C)20kQ (D) 10 kQ

38.- BIT % H %83 T Alg=5mAPFF » &l =10mA™ » H ¥ & chVegeae = 140mV >
lc = 20 AR + 2 $f i 5Vogeae = 180 mV » 2 £ 4o F FRepenc & 12 B 5 5 7 2
(A)2Q B)3Q ©)4Q D)5Q
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Yot 2 TR © dept CMOS F o B T 5 eV = 0.8V » Vpp = -0.8V
2Ky =K’ B vo= 0.5V T RE S 509

(A) 155V

(B)2.06 V Vi
(C)2.86 V

(D)3.75V

ff;;;{vﬁ - BAE T B AP MR FA, =100dB 5§ 4 5 f = 10% Hzﬂi:
<] 540dB > R g2 s B2 H 5 F 4 % (unit gain bandwidth) & 5 & % > ?

(A) 10* Hz (B) 105 Hz (C) 106 Hz (D) 107 Hz
4o+ Bl eh— & B8 B N (Shunt-Series) f w323 < TR 0 T Vbb 3
5o 4 5-¥egm1 = Gmz = 6 MA/V > &% i f1>cfi(Early Effect) Io
2 # 48> i (Body Effect) » % FERg = RD =10k Q% R; =90k Q Ro '
R R BEKA =1 /Ige B0 7 ':QZ
(A) 6.9 Q1
(B) -9.9 Is (d
(C)-12.9 =
(D) -15.9 ) B v
; Rs

hrim G 2 1 55 3] NMOS 7 & 48 ¢ Threshold Voltage T B & Vr > ™ 54t i ¥ & Fi ?
(A)"# i 35 %8 (Substrate) 5}k & (Na)

(B)*# %k #&(Source) % % 1k & (ND)

(C)* 1% 4 (Drain) ¥ 3 ¢k & (Np)

(D)*% R &(Gate) ¥ 3 F1 €0y /tox (Eox + #7 F 14 & e permittivity ; toy * #7 ¥ 1 & & &)

$f- npn 3| H BIT #7le = ch% f & (Common Base)x ~ & » T slfcit e f § 357
(A)ij » FLFLR; = ro(%])

(B) % #7 55 vt & &4 (Common Emitter)c +« B £

OF 7 Ai=a<1

(D) BH & Ay¥ B+ ool ]

¥- PNt cifine BB > 5 M »@foR i sinpaid o H 5 357

(A)ig v HRFE € A 24 4] ihid e 0T ik [s (910715 A)

(B)Is s 3 e g 44

OFrAkg " Isg A

(D) Junction & Ff #f 4c ¢ ¢ Is ™ *%

T FF M MOS % ingifr BIT T ingeeant fofe ¥ § 352

(A)MOS =i (G 'L B E )

(B)i % MOS % i85 Vomin = Vas — Vi = Vov'* BIT T i85 Vomin = Vegsar % 7%
(C)MOS = indit ro (v BIT R indit-] (7 1o E2a)

(D) Wilson % it i v " M BIT R /i S e 3 "Ore g 2 i%4tﬁga|»= T JEE

LR#g 2.2+%8 %57 % 67T [ F it g ]



46.

47.

48.

49.

50.

o+ Bl R H AT TR gn=2mA/V 1=
100kQ » Rp =6kQ » R, =100kQ » | 2 83 &
AREE v/vis 50 2(Ci~C2k Cs¥ AL L BER)
(A)-5.7

(B) -10.7

(C)-20.7

(D) -30.7

ot WA BT B A~ B SRR~ o R YR G R 2 A
(A) AB + AB 1
(B)A+B
(C) AB
(D) AB + AB

w|

10
s24+5s+1

B~ Beon
B S o
(A) 0.525 (B) 0.625 (C) 0.725 (D) 0.825

'QP?FE]L?,«&’} ’ iﬁi’\;{""T’}; ?.BBB%E;‘L&}_‘#BF\? ’
Vgg(on) = 0.7V » Veg(sat) =02V ¥ f?" SIS @(Early
Voltage)|Vp| = o0 » I Zvg Tk Is > 3K & i )
:}'ﬁl?li_‘sﬁ{f’} T B s [Vomln,Vomax]’ ﬁﬁ%)\ﬁ_‘@lﬂ VI
it Vf’?fﬁﬁ“ 2

(A)-3.6V<vi<55V

(B)-3.6 V <ni< 6.5V

(C)-2.6 V<vi< 5.0V

(D)-26V<wi£65V

S BeA, (s) = P FEERFFLEL FOF §RF TR B LR

ot B2 % B 0 - B MOSFET %+ &)
T HL® M ¥ 0T R B 0 B Rge =100KkQ >
gm =4 mA/V > Ry, =5kQ » & Cgq =Cgq =
1pF > Rg=1000Q > # & % 4-3dB oy i@
s 307
(A)367.6 krad/s -
(B) 453.5 krad/s
(C)566.3 krad/s
(D) 623.0krad/s —
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